
1300oC高温環境下での多結晶抑制によるOVPE-GaN結晶の高速成長 
High-rate growth of the OVPE-GaN crystal by the suppression of polycrystal formation  

at a high temperature, 1300oC 
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【はじめに】低コスト GaN ウエハの作製のためには、大型かつ高品質のバルク結晶成長技術の開発が重要

である。我々が行っている Ga2O を用いた GaN 気相成長 (Oxide Vapor Phase Epitaxy : OVPE) 法は HCl フリー

のため原理的に長時間の育成が期待でき、この手法によって作製される GaN 結晶は市販の GaN ウエハと比

較して極めて低抵抗な特徴を持つ[1]。低コスト化のためには更なる高速成長条件での厚膜化が必要である

が、現状では 100 μm/h 以上の高速成長条件において基板上に発生する多結晶により厚膜化が阻害される

という問題がある。これまでの報告では、従来よりも高温である 1250oC の成長温度において、128 µm/h 

の成長速度で多結晶抑制を達成した[2]。成長温度の向上により、気相中の核発生頻度が低下するため多

結晶生成の抑制が期待できる。成長前の表面状態を改善することで 1250oC を超える温度での成長が可能

となったため、本研究ではさらなる高速成長と多結晶抑制の両立に向け 1300oC での成長に着眼した。 

各成長温度で成長速度を増加させた場合の多結晶密度の増加度合いについて検証し、OVPE-GaN 結晶の

高速成長に適した成長温度を調査したので報告する。 

【実験と結果】種基板として HVPE 製 GaN 基板 (c 面, GaN 002 面 X 線ロッキングカーブ (XRC) 半値幅 

60~80 arcsec) を用いた。成長温度を 1200-1300oC とし、成長速度 100 μm/h 以上の条件にて GaN 結晶の育

成を行った。成長膜厚、表面モルフォロジーおよび多結晶密度を走査型電子顕微鏡 (SEM) 像により評価し

た。Fig.1 に 各成長温度における Ga2O ガス供給量に対する多結晶密度の関係を示す。成長温度が 1200oC 

および 1250oC の条件では、Ga2O ガス供給量の増加に伴い多結晶密度が指数関数的に増加した。一方で 

1300oC 条件では、約 11 sccm の高い Ga2O ガス供給量 (成長速度 : 195 µm/h) においても多結晶発生が抑制

されていた。Fig.2 に1300oC の成長温度で Ga2O ガスを約 11 sccm 供給した際の、1 時間および 2.5 時間成

長させた結晶の断面 SEM 像 (as-grown) を示す。成長時間の増加により成長膜厚は線形に増加し、2.5 時間

の成長で 478 µm 厚の結晶が得られた。この 478 µm 厚結晶の多結晶密度は 19 cm-2 と低い値であり、また 

002 面 XRC 半値幅は 71 arcsecと種基板と同等の値であった。従って、1300oC 環境下での成長は高い成長

速度でも多結晶の発生を抑え、種基板の品質を維持しながら厚膜成長可能であると分かった。 

以上の結果から、OVPE 法において高温環境下での GaN 結晶成長は高速成長時の多結晶抑制に効果

的であり、高品質バルク GaN 結晶成長に有用な手法であることが示された。 
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Fig.2 Cross-sectional SEM images of  thick  

OVPE-GaN layers grown for (a) 1 h and 

(b) 2.5 h with approximately 11 sccm of 

Ga2O gas supplied. 
Fig.1 Dependence of the flow rate of Ga2O gas on 

polycrystal density at a each temperature. 
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